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@ Verfahren und Einrichtung zum Reinigen und Trocknen 

® Eine Umhullung 23A, die eine Trocknungskammer 23 37 
festlegt, Weistzwei Umhullungselenriente 23c und 23d so- 
wie ein Basiselement 23b auf. Wenn Wafer in die Trock- 
nungskammer 23 hineingelangen oder diese verlassen, 
werden die Umhullungselenriente 23c und 23d nach oben 
durch vertikale Luftzylirider 42 angehoben, um sie von 
dem Basiselement 23b zu trennen. Die Umhullungsele- 
mente 23c und 23d werden dann in solchen Richtungen 
bewegt, daB sie sich voneinander trennen. Um Wafer in- 
nerhalb der Trocknungskammer 23 zu trocknen werden 
die Umhullungselemente und das Basiselement 23b mit- 
einander in Eingriff gebracht, um eine hermetische Dich- 
tung auszubilden, in entgegengesetzter Reihenfolge. 
Die vbrliegende Erfindung verringert die Abmessungen 
der Trocknungskammer. ohne die Arbeit zur Bewegung 
von Wafern in die Trocknungskammer und aus dieser her- 
aus zu behindern. Dies ermoglicht eine Verringerung des 
Innenvolumens der Trocknungskammer, eine Verringe- 
rung des Verbrauchs an Trocknungsgas, eine Verbesse- 
rung des Trocknungswirkungsgrades, und eine Verringe- 
rung der Gesamtabmessungen der Einrichtung. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Einrichtung zum Reinigen zu behandelnder Gegenstande, 
beispielsweise Halbleiterwafer oder LCD-Substrate (Fliis- 
sigkristallanzeigesubstrate) und dergleichen, wobei diese in 
eine Reinigungsfliissigkeit eingetaucht werden, beispiels- 
weise eine Cbemikalie oder eine Spulfliissigkeit, und die ge- 
reinigten Gegenstande hintereinander getrocknet werden, 



Zufuhr einer Reinigungsflussigkeit durchgefuhrt, bis diese 
uberlauft. Nachdem die chemische Bearbeitung und die Rei- 
nigung beendet wurden, steigt das "Waferschiffchen C an, 
um die Wafer W in den Trocknungsabschnitt B zu bewegen, 
5 und wird von den Trocknungsgaszufuhrdiisen E ein Trock- 
nungsgas (IPA + N2) geliefert, um das Trocknungsgas in 
Kontakt mit den Wafem W zu bringen, wodurch diese ge- 
trocknet werden. Die getrockneten Wafer W werden von der 
Waferforderspannvorrichtung F aufgenommen, die in den 
Bei dem Vorgang der HersteUung eines Halbleitergerats 10 Trocknungsabschnitt B eintritt, und nach auBen befordert, 
wird haufig ein Reinigungsverfahren zum aufeinanderfol- wodurch ein Zyklus der Reinigung und Trocknung durchge- 
genden Eintauchen von zu behandelnden oder bearbeiten- fuhrt wird. 

den Gegenstanden verwendet, beispielsweise Halbleiterwa- Wenn jedoch die Wafer W zwischen dem Waferschiff- 

fer oder Glas-LCD-Substrate, wobei die Gegenstande in ei- chen C und der Waferforderspannvorrichtung F ubertragen 
nen Bearbeitungsbehalter eingetaucht werden, der mit einer 15 werden, die in den Trocknungsabschnitt B hineingelangt, 
Bearbeitungsfliissigkeit wie beispielsweise einer Chemika- bei der herkommlichen Reinigungs- und Trocknungsein- 
lie oder einer Spulfliissigkeit (Reinigungsflussigkeit) gefullt richtung der genannten Art, so ist es erforderlich, die Spann- 
ist, um die Gegenstande zu waschen. vorrichtungsabschnitte zur Seite zu bewegen, damit die Wa- 

Eine Reinigungs- und Trocknungseinrichtung dieser Art ferfdrderspannvorrichtung F von einem Waferhaltezustand 
ist mit einem Trocknungsgerat versehen, in welchem ein 20 in einen Zustand umschalten kann, in welchem kein Wafer 
Trocknungsgas, das aus einem Dampf eines fluchtigen orga- gehaltert wird. Daher muB ein Bewegungsraum innerhalb 



nischen Losungsmittels wie beispielsweise Isopropylalko- 
hol (IPA) erhalten wird, in Kontakt mit den Oberflachen der 
Wafer nach der Reinigung gebracht wird, wobei der Dampf 
des Trocknungsgases dort kondensiert oder anhaftet, wo- 
durch Feuchtigkeit auf den Wafern entfemt wird, und so die 
Wafer getrocknet werden. 

Eine herkommliche Reinigungs- und Trocknungseinrich- 
tung, die im Stand der Technik als typisches Beispiel fur 
eine derartige Reinigungs- und Trocknungseinrichtung be- 
kannt ist, ist in Fig. 27 dargestellt. Sie weist einen Reini- 
gungsbehalter A (Reinigungskammer) auf, die mit einer 
Chemikalie wie beispielsweise FluBsaure und einem Spul- 
mittel (Reinigungsflussigkeit) wie beispielsweise destillier- 
tem Wasser gefullt ist, und in welcher zu behandelnde Ge- 
genstande, beispielsweise Halbleiterwafer, in die Chemika- 
lie und die Reinigungsflussigkeit eingetaucht werden; wei- 
terhin ist ein Trocknungsabschnitt B oberhalb des Deini- 
gungsbehalters A vorgesehen; und ist eine Bewegungsvor- 



des Trocknungsabschnitts B fur' die Waferforderspannvor- 
richtung F zur Verfugung gestellt werden, und muB daher 
das Volumen des Trocknungsabschnitts B entsprechend er- 
25 hoht werden. Dieser Volumenanstieg des Trocknungsab- 
schnitts B fuhrt nicht nur zu einer VergroBerung der Abmes- 
sungen der Einrichtung, sondem bringt auch weitere 
Schwierigkeiten mit sich, beispielsweise eine Erhohung der 
in der Einrichtung verbrauchten Menge an Trocknungsgas, 
30 sowie ein Absinken des Trocknungswirkungsgrads. 

Nachdem das Waferschiffchen C angestiegen ist, um die 
Wafer W in den Trocknungsabschnitt B der voranstehend 
geschilderten Reinigungs- und Trocknungseinrichtung zu 
bewegen, und wahrend des Trocknungsvorgangs, bei wel- 
35 chem das Trocknungsgas zugefuhrt wird, um das Trock- 
nungsgas zum Kontakt mit den Wafern W zu veranlassen, 
befinden sich die Abschnitte der Wafer W, die in Kontakt 
mit dem Waferschiffchen C stehen, und die aus der Reini- 
gungsfliissigkeit angehoben wurden, in einem Zustand, in 



richtung vorhanden, beispielsweise ein Waferschiffchen C, 40 welchem der Ablauf von diesen schlecht ist, und es ebei 
welches mehrere Wafer W haltert, beispielsweise 59 Wafer u ~ : " ; ~ : - A "° A ~" ~ v ~ — ' ;v — v~ 

W, und diese Wafer W in den Reinigungsbehalter A und den 
Trocknungsabschnitt B befordert. 

Innerhalb der Reinigungs- und Trocknungseinrichtung 



falls schwierig ist, daB das Trocknungsgas mit ihnen in Kon- 
takt gelangt. Daher ist eine erhebliche Zeit dazu erforder- 
lich, die Abschnitte der Wafer W zu trocknen, die in Kontakt 

mit dem Waferschiffchen C stehen, was zu einer weiteren 

demXoranstehend^geschilderten Aufbau°sind Versor- 45 Erhohung des Verbrauchs an Trocknungsgas fuhrt, und dies 



gungsdiisen D, die selektiv mit einer Quelle fur eine Chemi- 
kalie und einer Quelle fur eine Reinigungsflussigkeit (in der 
Figur nicht dargestellt) verbunden werden, innerhalb des 
Reinigungsbehalters A angeordnet; Trocknungsgaszufuhr- 
dusen E, die ah eine (nicht dargestellte) Quelle einer Gasmi- 
schung aus einem Trocknungsgas wie beispielsweise IPA 
und Stickstoff (N 2 ) angeschlossen sind, sind innerhalb des 
Trocknungsabschnitts B vorhanden; eine Offnung G, in wel- 
che eine Waferforderspannvorrichtung F frei eindringen 



fuhrt wiederum zu Schwierigkeiten in bezug auf einen ver- 
ringerten Trocknungswirkungsgrad und erhoht die Kosten. 
Darviber hinaus gibt es weitere Schwierigkeiten, welche die 
Gefahr einer ungleichmaBigen Trocknung und der Verringe- 
50 rung der Ausbeute betreffen. 

Ein nachstes Ziel der vorliegenden Erfindung besteht in 
der Bereitstellung einer Reinigungs- und Trocknungsein- 
'■ richtung, die so ausgelegt ist, daB sie eine Trocknungskam- 
mer mit geringem Volumen aufweist, so daB die gesamte 



kann, ist in einem oberen Abschnitf des Trocknungsab- 55 Einrichtung kompakter ausgebildet 1st, wodurch eine _Ver- 



schnitts B vorgesehen; imd es ist ein Deckel H zum Offnen 
und SchlieBen der Offnung G vorhanden. 

Bei der wie voranstehend geschildert aufgebauten Reini- 
gungs- und Trocknungseinrichtung werden mehrere Wafer 
W, beispielsweise 50 Wafer W, die durch die Waferforder- 
spannvorrichtung F in den Trocknungsabschnitt B iibertra- 
gen wurden, von dem Waferschiffchen C aufgenommen, das 
sich in Bereitschaftsstellung innerhalb des Trocknungsab- 
schnitts B befindet, wird das Waferschiffchen C, das diese 



ringerung des Verbrauchs an Trocknungsgas und eine E 
hung des Trocknungswirkungsgrades erwartet werden kon- 



Ein zweites Ziel der vorliegenden Erfindung besteht in 
60 der Bereitstellung einer Einrichtung und eines Verfahren 
zum Reinigung und Trocknen, von welchen erwartet werden 
kann, daB sie das Problem eines schlechten Abflusses an ge- 
haltenen Abschnitten losen, fur einen guten Kontakt zwi- 

..v..^.,„.^..w.. ~, - schen diesen Abschnitten und dem Trocknungsgas sorgen, 

Wafer W aufgenommen hat, in den Reinigungsbehalter A 65 die Trocknungszeit verringem, und den Verbrauch an Trock- 
abgesenkt, um die Wafer W dort hineinzubewegen, und wird nungsgas verringem, den Trocknungswirkungsgrad und die 
eine chemische Behandlung dadurch durchgefuhrt, daB eine Ausbeute verbessern, und dariiber hinaus zu einer Kostenre- 
Chemikalie zugefuhrt wird, und wird eine Reinigung durch duzierung fiihren. 
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Urn das erste Ziel zu erreichen betrifft eine erste Zielrich- Fig. 6 eine schematische Querschnittsansicht eines An- 

tung der vorUegenden Erfindung eine Reinigungs- und fangszustands der HuUelemente von Fig. 3; 

Trocknungseinrichtung, die eine Reinigungskammer zum Fig. 7 eine schematische Querschnittsansicht des Anhe- 

Reinigen eines Gegenstands und eine oberhalb der Reini- bens der HiiUelemente von Fig. 3;. 

gungskammer angeordnete Trocknungskammer zum Trock- 5 Fig. 8 eine schematische Querschnittsansicht der RelaUv- 

nen des Gegenstands aufweist, wobei die Einrichtung auf- trennung der HiiUelemente von Fjg. 3; . 

weisf eine HiiUe, welche die Trocknungskammer festlegt, Fig. 9 eine schematische Querschnittsansicht des Betnebs 

wobei die HuUe erste und zweite HuUelemente aufweist, die bei der Ubertragung von Wafem; 

sich relativ zueinander bewegen k6nnen, so daB die HiiUele- Fig. 10 eine schematische Querschnittsansicht des Vor- 

mente einen Eingriffszustand und einen getrennten Zustand 10 gangs des Eingriffs der HiiUelemente, nachdem die Wafer 

entsprechendderRelativbewegungeinnehmenkonnen, wo- iibertragen wurden; ~' . . u . ,„ 

bei dann, wenn sich die HiiUelemente in dem getrennten Zu- Fig. 1 1 eine schematische Querschnittsansicht eines Wa- 

stand befinden, die ersten und zweiten HiiUelemente in Ho- ferreinigungsschrittes; • 

rizontalrichtung voneinander beabstandet angeordnet sind, Fig. 12 eine schematische Querschnittsansicht eines Wa- 

und der Gegenstand in die Trocknungskammer hinein und 15 fertrocknungsschrittes; . . . 

aus dieser heraus befordert werden kann, zwischen den Fig. 13 eine schematische Querschnittsansicht eines 

HuUelementen Schrittes zum Entfemen der Wafer nach dem Trocknen; 

Urn das zwe'ite Ziel zu erreichen betrifft eine zweite Ziel- Fig. 14 eine schematische Ansicht eines anderen An- 

richtung der vorUegenden Erfindung eine Reinigungs- und triebsmechanismus fur die HuUelemente; 

Trocknungseinrichtung, die eine Reinigungskammer zum 20 Fig. 15 eine Querschnittsansicht emer zweiten Ausfuh- 

Reinigen eines Gegenstands und eine oberhalb der Reini- rungsform der Reinigungs- und Trocknungseinrichtung ge- 

euneskammer angeordnete Trocknungskammer aufweist, miiB der vorUegenden Erfindung; 

die zum Trocknen des Gegenstands dient, wobei die Ein- Fig. 16 eine Querschnittsansicht in Quemchtung der Rei- 

richtung aufweist: eine Beforderungsvorrichtung zum Be- nigungs- und Trocknungseinrichtung von Fig. 15; 
fordem des Gegenstands, die zwischen der Reinigungskam- 25 Fig. 17 eine Perspektivansicht des Aufbaus des zweiten 

mer und der Trocknungskammer bewegbar ist, wobei die Haltegerats von Fig. 15; 

Beforderungsvorrichtung in Kontakt mit einem ersten Ab- Fig. 18 eine schematische Querschnittsansicht zur Erlau- 

schnitt des Gegenstands steht, wenn die Beforderungsvor- terung des Reinigungsschrittes in dem ersten Reimgungs- 

richtune den Gegenstand befordert; und eine Haltevorrich- und Trocknungsverfahren,. das in der Reinigungs- und 
tung die in der Trocknungskammer zu dem Zweck vorgese- 30 Trocknungeinrichtung von Fig. 15 verwendet wird; 

hen ist, den Gegenstand in einem zweiten Abschnitt des Ge- Fig. 19 eine schematische Querschnitteansicht zur Erlau- 

eenstands zu halten, wobei sich der zweite Abschnitt von terung des Schritts der Bewegung von Wafem bei dem er- 

d\mi ersten Abschnitt unterscheidet. sten Reinigungs- und Trocknungsverfahren; 

Urn das zweite Ziel zu erreichen betrifft eine dritte Ziel- Fig. 20 eine schematische Querschnittsansicht zur Erlau- 
richtung der vorUegenden Erfindung ein Verfahren zum Rei- 35 terung des Schritts der Ubertragung von Wafern von dem er- 

nigen und Trocknen eines Gegenstands mit folgenden sten Haltegerat zu dem zweiten Haltegerat bei dem ersten 

Schritten: (a) Aufnahme des Gegenstands in einer Reini- Reinigungs- und Trocknungsverfahren; 

gungskarnmer in einem Zustand, in welchem ein erster Ab- Fig. 21 eine schematische Querschnittsansicht zur Erlau- 

schnitt des Gegenstands in Kontakt mit einer Beforderungs- terung eines Trocknungsschnttes bei dem ersten Reim- 
vorrichtung steht, und Reinigen des Gegenstands durch eine 40 gungs- und Trocknungsverfahren; 

Reinigungsflussigkeit, welche der Reinigungskammer zuge- Fig. 22 eine schematische Querschnittsansicht zur Erlau- 

fuhrt wird; (b) Anheben der Beforderungsvorrichtung zur terung des Reinigungsschrittes in dem zweiten Reinigungs- 

Bewegung des Gegenstands in eine Trocknungskammer, die und Trocknungsverfahren, welches in der Reinigungs- und 

oberhalb der Reinigungskammer vorgesehen ist; (c) Haltem Trocknungseinrichtung von Fig. 15 eingesetzt wird; 
eines zweiten Abschnitts des Gegenstands, der sich von dem 45 Fig. 23 eine schematische Querschnittsansicht zur Erlau- 

ersten Abschnitt unterscheidet, durch eine Haltevorrichtung, terung des Schrittes der Bewegung von Wafern in einem 

und Veranlassen, daB sich die Beforderungsvorrichtung ent- zweiten Reinigungs- und Trocknungsverfahren; 

femt vom Gegenstand befindet; und (d) Trocknen des Ge- Fig. 24 eine schemaUsche Querschnittsansicht zur Erlau- 

genstands durch ein Trockriungsgas in einem Zustand, in terung des Schrittes der Ubertragung yon Wafem vom dem 
welchem der zweite Abschnitt des Gegenstands durch die 50 ersten Haltegerat zu dem zweiten Haltegerat bei dem zwei- 

Haltevorrichtung gehalten wird. ten Reinigungs- und Trocknungsverfahren; 

Die Mndung wird nachstehend anhand zeichnerisch dar- Fig. 25 eine schematische Querschnittsansicht zur Erlau- 

gestellter Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert, aus welchen terung eines ersten Trocknungsschnttes m dem zweiten Rei- 

weitere Vorteile und Merkmale hervorgehen. Es zeigt: nigungs- und Trocknungsverfahren; 

Fie. 1 eine schematische Aufsicht auf ein Reinigungs- 55 Fig. 26 eine schematische Querschnittsansicht zur Erlau- 

und Trocknungssystem, bei welchem die Reinigungs- und terung des Schrittes der Ubertragung von Wafem von dem 

Trocknungseinrichtung gemaB der vorUegenden Erfindung ersten Haltegerat zu dem zweiten Haltegerat bei dem zwei- 

ein^eTetzt wird- ten Reinigungs- und Trocknungsverfahren, und zur Erlaute- 

Fig. 2 eine schematische Seitenansicht des Reinigungs- rung des dort eingesetzten, zweiten Trocknungsschnttes; 

"IJaeTaueS 

form der Reinigungs- und Trocknungseinrichtung gemaB / kommUchen Reinigungs- und Trocknungseinnchtung. 

dervorUegendenErfindung; - " . Nachstehend werden unter Bezugnahme au^ ^die beigefug- 

Fig. 4 eine schematische Querschnittsansicht in Querrich- ten Figuren Ausfuhrungsformen der vorUegenden Erfindung 

tunc der Reinigungs- und Trocknungseinrichtung von Fig. 65 beschrieben. Es wird darauf hmgewiesen, daB diese Be- 

3 ™ 8 - ■ 6 6 - ■ schreibung den Einsatz der Reinigungs- und Trocknungs- 

'Fig 5 eine schematische Perspektivansicht der Reini- einrichtung gemaB der vorUegenden Erfindung bei einem 

gungsl und Trocknungseinrichtung von Fig. 3; System zum Reinigen von Halbleiterwafem betrifft. 
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Die Beschreibung befaBt sich zunachst mit dem Gesamt- ren kann, eine Vertikalbewegung (in Z-Richtung), und eine 

aufbau eines Reinigungs- und Trocknungssystems, bei wel- Drehung (urn die 6-Achse), zum Ergreifen der mehreren 

chem die Reinigungs- und Trocknungseinrichtung gemaB Wafer, die durch das zweite Ausrichtungsanderungsgerat 

der vorliegenden Erfindung eingesetzt wird, unter Bezug- 13A in den Horizontalzustand umgewandelt wurden, und 

nahme auf die Fig 1 und 2. Fig. 1 ist eine schematische 5 zur Aufnahme dieser Wafer Win einerleeren Beforderungs- 

Aufsicht auf ein Beispiel fur ein derartiges Reinigungs- und vorrichlung 1, die in den AuslaBabschnitt 6 befbrdert wurde. 

Trocknungssystem und Fig. 2 ist eine entsprechende sche- Es wird darauf hingewiesen, da8 die zweite Kammer 4b 

matische Seitenansicht. gegeniiber der AuBenumgebung abgedichtet ist, und daB die 

Diese Reinigungs- und Trocknungssystem ist mit einem daran befindliche Atmosphare durch em Inertgas wie bei- 

Forderabschnitt 2 zum Fbrdem von Beforderungsvorrich- 10 spielsweise. Stickstoff (N^ ersetzt werden kann, welches 

tungen 1 In das System und aus diesem heraus versehen, von einer Stickstoff quelle zugefiihrt wird (in den Figuren 

wobei iede Beforderungsvorrichtung 1 Substrate, die bear- dicht dargestellt). 

beitet werden sollen und bei denen es sich urn Halbleiter- In einer Linie innerhalb des Bearbeitungsabschmtts 3 smd 

wafer W handelt, im Horizontalzustand enthalt; es ist ein vorgesehen: eine erste Bearbeitungseinheit 16, die Teilchen 

Bearbeitungsabschnitt 3 zur Bearbeitung der Wafer W mit 15 und organische Verschmutzungen entfemt, die an den Wa- 

ChemikaUen oder Reinigungsfliissigkeiten und zu deren fem W anhaften; eine zweite Bearbeitungseinheit 17, die an 

Trocknung vorgesehen; und ein tlbergangsabschnitt 4 befin- . den Wafem W anhaftende metallische Verunreimgungen 

det dich zwischen dem Forderabschnitt 2 und dem Bearbei- entfemt; eine Reinigungs- und Trocknungseinrichtung 18 

tungsabschnitt 3, zum Empfang der Wafer W, zur Einstel- (oder 18'), die Oxide von den Wafem W entfemt, und dar- 

lune von deren Positionen, und zur Anderung von deren 20 iiber hinaus mit einem Trocknungsgerat zum Trocknen der 

Ausrichtuneen Wafer W versehen ist; und eine Spannvornchtungsreini- 

Der Forderabschnitt 2 ist mit einem EinlaBabschnitt 5 und gungseinheit 19. Eine Waferfdrderspannvorrichtung 21, die 

einem AuslaBabschnitt 6 versehen, die entlang eines Seiten- eine Horizontalbewegung (in X- und Y-Richtung) durchfuh- 

randabschnitts des Reinigungs- und Trocknungssystem aus- ren kann, eine Vertikalbewegung (in Z-Richtung), sowie 

eerichtet sind. Ein gleitbeweglicher Montagetisch 7 ist so- 25 eine Drehung (urn die O-Achse), ist an einem Ort entspre- 

wohl in einer EinlaBoffnung 5a des EinlaBabschnitts 5 als chend samtlichen dieser Einheiten 16 bis 19 vorgesehen. 
a uchinemerAuslaB6ffnung6adesAuslaBabschnitts6vor- 

handen damit die Befbrderungsvorrichtungen 1 frei in den Erste bevorzugte Ausfiihrungsform der Reinigungs- und 

EinlaBabschnitt 5 und aus dem AuslaBabschnitt 6 bewegt ^ Trocknungseinrichtung 

We Sowohi n de i r n 'EinlaBabschnitt 5 als auch der AuslaBab- Als nachste wird eine erste Ausfuhrungsform der Reini- 

schnitt 6 ist dariiber hinaus mit einem Beforderungsheber 8 gungs- und Trocknungseinrichtung gemaB der vorliegenden 

versehen. Jeder Beforderungsheber 8 kann eine Beforde- Erfindung unter Bezugnahme auf die Fig. 3 und 1 3 beschne- 

rungsvorrichtung 1 zum entsprechenden EinlaBabschnitt ben. ■ 

oder AuslaBabschnitt und von diesem weg transportieren, 35 Die Reinigungs- und Trocknungseinrichtung 18 weist ei- 

und kann dariiber hinaus eine Beforderungsvorrichtung 1, nen Reinigungsbehalter 22 (Reinigungskarnmer) auf der 

die Wafer W enthalt in einen Befdrderungsvorrichtungsbe- mit einer Chemikalie wie beispielsweise FluBsaure und ei- 

reitschaftsabschnitt 9 tibertragen, der in einem oberen Ab- ner Spulfiussigkeit (ReinigungsflussigkeU) wie beispiels- 

schnitt des Forderabschnitts 2 vorgesehen ist, oder eine leere weise desUlhertem Wasser gefullt ist, m welche die Wafer 

Beforderungsvorrichtung 1 iibertragen, die sich in dem Be, 40 W eingetaucht werden, und ist nut einer Trocknungskam- 

forderungsvorrichtungsbereitschaftsabschnitt 9 befindet mer 23 oberhalb des Reinigungsbehalters 22 versehen. Die 

( sieheSe 2) Reinigungs- und Trocknungseinrichtung 18 weist weiterhin 

Der Ubergangsabschnitt 4 ist durch eine Trennwand 4c in ein Waferschiffchen 24 auf, anders ausgedruckt ein erstes 

eine erste Kammer 4a in enger Nahe zum EinlaBabschnitt 5 Haltegerat, das zum Haltem mehrerer Wafer W dient, bei- 
und eine zweite Kammer 4b in enger Nahe zum AuslaBab- 45 spielsweise von 50 Wafem W, und zu. der en^ Bewegung zwi- 

schnitt 6 unterteilt. Ein Waferabnahmearm 10, der eine Ho- schen dem Reinigungsbehalter 22 und der Trocknungskam- 

rizontalbewegung (in X- und Y-Richtung), eine Vertikalbe- mer 23. . 

wegung (in der Z-Richtung) und eine Drehung (urn die G- Der Reinigungsbehalter ^22 weist 

Achse) durchfuhren kann dient zum Entfemen mehrerer auf, der aus e nem Material wie Q u ^ H ° der P 0 !^^ 
Wafer W von eirier Beforderungsvorrichtung limEinlaBab- 50 besteht, und emen AuBenbehalter 22b, der auf der AuBen- 
schnitt 5; ein Kerbenausrichter 11 dient zur Feststellung von seite des oberen Abschnitts des mnenbehalters 22a angeord- 
Kerben die in den Wafern W vorhanden sind, und dazu, daB net ist, urn aus dem Innenbehalter 22a uberflieBende Reim- 
sie ansgerichtet werden; ein Abstandseinstellmechanismus gungsflussigkeit aufzuhalten • flf . • 
12 dient zur EinsteUung des Abstands mehrerer Wafer W, Zufuhrdusen fur e ne ^Chenukahe bzv, ^"S^^Si 
die durch den Waferabnahmearm 10 ergriffen wurden; und 55 keit (nachstehend als Hussigkeitszufuhrdusen b^eichnet) 
ein erstes Ausrichtungsanderungsgerat 13 dient zur Ande- 25 sind auf beiden Seiten eines Ab^hmtti ; des Li- 
rung des Horizontalzustandes der Wafer W in einem Verti- nenbehalters 22a angeordnet urn Chennkahe ^oder die 
kalzustand; und diese Bauteile sind innerhalb der ersten Reinigungsfliissigkeit in Richtung auf d ^ e .^afer W auszu- 
Kammer 4a angeordnet stoBen, die innerhalb des Reinigungsbehalters 22 angeord- 
Innerhalb 'der zweiten Kammer 4b sind vorgesehen: ein. 60 net sind. Die Hussigkeitszufuhrdusen 25 sind mil einer Ver- 
Waferiibertragungsarm 14 zur Aufnahme mehrerer bearbei- sorgungsquelle fur Chemikalien und eine Versorgungsquene 
teter Wafer W aus dem Bearbeitungsabschnitt 3, wahrend fur destilliertes Wasser (beide in den Figuren nicnt darge- 
diese sich immer noch im Vertikalzustand befinden, und zu stellt) iiber dazwischen angeordnete SchaltvenUle verbun- 
deren Forderung- ein zweites Ausrichtungsanderungsgerat den. Die Chemikalie oder das destiUierte Wasser werden 
13A zur Anderung des Vertikalzustandes der Wafer W, die 65 wahlweise von den Flussigkeitszufuhrdiisen 25 dem Inneren 
von dem Waferiibertragungsarm 14 empfangen werden, in des Reinigungsbehalters 22 zugefiihrt urn dort aufbewanrt 
den Horizontalzustand; und ein Waferaufnahmearm 15, der zu werden, durch geeignetes Schalten dieser Venule 
eine Horizontalbewegung (in X- und Y-Richtung) durchfuh- Eine AuslaBoffnung ist in einem Basisabschmtt des In- 
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nenbehalters 22a vorgesehen, und ein AblaBrohr 26 ist an einem oberen Abschnitt jedes der Gleitstiicke 39 angeordnet 
dieser AuslaBoffnung angeschlossen, mit einem darin ent- und dient als Verukalrichtungsantriebsgerat 42. Die freien 
haltenen AuslaBventil 26a. Eine AuslaBoffnung, die entspre- Endabschnitte von Kolbenstangen 42a, die von den vertika- 
chend in einem Basisabschnitt des AuBenbehalters 22b vor- len Luftzylindergeraten 42 vorspringen, sind mit der Um- 
gesehen ist, ist an ein AuslaBrohr 27 mit einem darin enthal- 5 hiillungshalfte 23c bzw. 23d iiber im wesentlichen L-for- 
tenen AuslaBventil 27a angeschlossen. Es wird darauf hin- mige Stutzen 43 verbunden. 

gewiesen, daB ein AuslaBkasten 28 auf der AuBenseite des Ein Hilfsfuhrungsschiene 38a, die parallel zur Fuhmngs- 

AuBenbehalters 22b vorgesehen ist, und daB ein AuslaBrohr schiene 38 liegt, ist entlang der anderen Seite der Umhul- 
29 an eine AuslaBoffnung, die in diesem AuslaBkasten 28 lung 23A angeordnet. Die Hilfsfuhrungsschiene 38a weist 
vorgesehen ist, angeschlossen ist und ein Ventil 29a auf- 10 ebenfalls zwei Gleitstiicke 39 auf, die frei.gleitbewegtich 
weist ' mit ihr im Eingriff stehen. Ein Vertikalluftzylinder 42 ist in 

Der Reinigungsbehalter 22 und der AuslaBkasten 28 mit Vertikalrichtung auf einem oberen Abschnitt jedes der Gleit- 
dem voranstehend geschilderten Aufbau sind innerhalb ei- stucke 39 angeordnet. Die freien Endabschnitte von Kolben- 
nes zylindrischen, mit einem Boden versehenen Kastens 30 stangen 42a, die von diesen Vertikalbewegungsgeraten 42 
angeordnet. Der Kasten 30 ist in Horizontalrichtung durch 15 vorspringen, sind mit der UmhuUungshalfte 23c bzw. 23d 
eine Unterteilungsplatte 31 in eine obere Kammer 32a auf iiber im wesentlichen L-fdrmige Stiitzen 43 verbunden. 
der weite des Reinigungsbehalters und eine untere Kammer Die voranstehend geschilderte Ausbildung stellt sicher, 

32b unterteilt. Fliissigkeitsauslasse der AuslaBrohre 26 und daB sich die Umhiillungshalften 23c und 23d nach oben oder 
27 und des AuslaBrohrs 29, die an den Innenbehalter 22a unten bewirken, durch die Einwirkung der Vertikalluftzylin- 
und den AuBenbehalter 22b angeschlossen sind, sind in die- 20 der 42, so daB sie sich zum Basiselement 23b oder von die- 
ser unteren Kammer 32b angeordnet. Diese Anordnung ver- sem wegbewegen. Die Umhiillungshalften 23c und 23d 
hindert, daB die Atmosphare und Tropfchen der AuslaBflus- konnen sich daruber hinaus durch die Einwirkung des Hon- 
sigkeit' innerhalb der unteren Kammer 32b in die obere zontaUuftzylinders 41 seitlich bewegen. 
Kammer 32a hineingelangen konnen, so daB die Sauberkeit Wie am deutlichsten aus den Fig. 3 und 4 hervorgeht, sind 

der oberen Kammer 32a aufrechterhalten wird. Es wird dar- 25 die Trocknungsgaszufuhrdusen 44 auf beiden Seiten eines 
auf hingewiesen, daB ein AuslaBfenster 33 in einer Seiten- oberen Abschnitts des inneren der Trocknungskammer 23 
wand der oberen Kammer 32a angeordnet ist, daB AuslaB- angeordnet Diese Diisen 44 sind als Duschdiisen ausgebil- 
fenster 34 in einer oberen Seitenwand der unteren Kammer det, die mehrere Diisenoffhungen im geeigneten Abstand in 
32b vorgesehen sind, und daB ein FlussigkeitsauslaBfenster einem Diisenkorper aufweisen, wie aus Fig. 4 hervorgeht. 
35 in einer unteren Seitenwand dort vorgesehen ist. 30 Die Diisen 44 sind mit einem Trocknungsgasgenerator 46 

Die Trocknungskammer 23 wird durch eine aus Quarz be- iiber eine Versorgungsrohrleitung 45 verbunden, die durch 
stehende Umhiillung 23A festgelegt. Diese Umhullung 23A das Basiselement 23b hindurchgeht. 

weist ein Basiselement 23b auf, die als feste Basis dient, die Der Trocknungsgasgenerator 46 ist mit einer Quelle 60 

eine Verbindungsoffnung 23a zum Reinigungsbehalter 22 einer Fliissigkeit zur Erzeugung eines Trocknungsgases ver- 
aufweist, und erste und zweite Hiillelemente 23c und 23d, 35 bunden, beispielsweise Isopropylalkohol (TPA), und mit ei- 
die als UmhiiUungshalften dienen, die einen im wesentli- ner Quelle 61 eines Tragergases, beispielsweise Stickstoff 
chen facherformigen Querschnitt aufweisen, wie aus den (N 2 ). Ein Schaltventil 47 ist in der Versorgungsrohrleitung 
Fig. 3 und 5 hervorgeht. Die Umhiillungshalften 23c und 45 vorgesehen, so daB ein Trocknungsgas (TPA + N2), wel- 
23d und das Basiselement 23b sind miteinander hermetisch ches von dem Trocknungsgasgenerator 46 erzeugt wird, der 
abgedichtet verbunden, mit Hilfe von Dichtungsteilen 36, 40 Trocknungskammer 23 von den Dusen 44 durch Offnen des 
beispielsweisePackungen oder O-Ringen. Die Umhiillungs- Schaltventils 47 zugefuhrt werden kann. 
halften 23c und 23d konnen in einem Eingriffszustand und Es wird darauf hingewiesen, daB auch nur Stickstoff von 

in einem getrennten Zustand eingesetzt werden. den Trocknungsgaszufuhrdusen 44 der Trocloiungskammer 

Ein abgestufter Abschnitt 23e ist in einer Eingriffsober- 23 zugefuhrt werden kann, namlich durch Unterbrechung 
flache eines Randabschnitts einer Umhiillungshalfte 23c 45 der Zufuhr von IPA. In diesem Fall sollte die Ausbildung so 
dieser UmhiiUungshalften 23c und 23d vorgesehen, so daB getroffen werden, daB die Offnungs- und SchheBvorgange 
, er die AuBenseite eines Randabschnitts der anderen Umhiil- des Schaltventils 47 auf der Grundlage von Signalen von ei- 
lungshalfte 23d abdeckt. Ein Dichtungsteil 37, beispiels- ner Steuervorrichtung, beispielsweise einer zentralen Verar- 
weise eine Packung oder ein O-Ring ist an den Eingriffs- beitungseinheit (CPU) endelt werden, die in den Figuren 
oberflachen der Umhiillungshalften 23c und 23d ange- 50 nicht dargestellt ist. 

bracht, um den Spalt dazwischen zu verschlieBen. Ein organisches Losungsmittel wie ein Alkohol wie etwa 

Die Trocknungskammer 23, die halbkreisfdrmig und zy- IPA, oder Ketone, oder ein Ather, oder ein mehrwertiger Al- 
lindrisch ausgebildet ist, und eine luftdichte Dichtung auf- kohol, kann als Trocknungsgas eingesetzt werden, das bei 
weist, wird durch den gegenseiug hermetisch abschlieBen- dieser Einrichtung verwendet wird. Es wird darauf hinge- 
- den Eingriff zwischen den Umhiillungshalften 23c und 23d 55 wiesen, daB in diesem Fall das Trocknungsgas entweder em 
und dem Basiselement 23b gebildet. organisches Losungsmittel wie IPA allein sein kann, oder 

Wie am deutlichsten aus Fig. 5 hervorgeht, ist eine Fiih- eine Mischung von IPA und Stickstoff. 
rungsschiene 38 entlang einer Seite der Umhullung 23A an- , Ein VerschluB 48 ist in dem Verbindungsabschmtt zwi- 
geordnet und verlauft in einer Richtung senkrecht zu jener schen dem Reinigungsbehalter 22 und der Trocknungskam- 
Richtuhg in welcher sich die Umhiillung 23A dffnet, anders. 60 mer 23 angeordnet, um diesen Verbindungsabschmtt abzu- 
ausgedrikkt senkrecht zu den Eingriffsoberflachen der Um- schtieBen. Dieser VerschluB 48 besteht aus zwei VerschluB- 
hullungshalften 23c und 23d. Zwei Gleitstiicke 39 sind frei halften 48a, die sich in Richtung zur Seite bewegen konnen 
gleitbeweglich im Eingriff mit der Fiihrungsschiene 38. Die um sich zu vereinigen bzw. zu trennen, wie dies in den Fig. 3 
Gleitstiicke 39 sind durch Verbindungsteile 40 mit einem ' und 4 gezeigt ist, aufahnliche Weise wie die Umhullung 
Zvhnderkorper 41a bzw einer Kolbenstange 41b verbun- 65 23A, welche die Trocknungskammer 23 ausbildet. 
den die zu einem horizontalen Luftzylinder 41 gehoren, der Die beiden VerschluBhalflen 48a sind miteinander Ober 

als Horizontalrichtungsantriebsgerat dient. eine Zylinderkorper und eine Kolbenstange (in der Figur 

Ein vertikaler Luftzylinder 42 ist in Vertikalrichtung auf nicht dargestellt) eines horizontalen Luftzylinders 49 ver- 



DE 198 32 038 A 1 

9 10 



bunden, der ein VerschluBoffhungs/SchUeBgerat bildet, ahn- 
lich wie bei den horizontalen Luftzyundem 41. Die Ver- 
schluBhalften 48a werden so bewegt, daB sie sich durch die 
Einwirkung des horizontalen Luftzylinders 49 miteinander 
vereinigen oder rennen, urn so den Verbindungsabscbnitt zu 
schlieBen bzw. zu offnen. Ein Dichtungsteil 50, beispiels- 
weise eine Packung, ist an einem Verbindungsabschnitt ei- 
ner der beiden VerschluBhalften 48a angebracht, so daB die 
Luftdichtigkeit aufrechterhalten bleibt, wenn sich die Ver- 
schluBhalften 48a im verbundenen Zustand befinden, also 
wenn der VerschluB 48 geschlossen ist. 

Jede der VerschluBhalften 48a ist in ein oberes VerschluB- 
teil 48b und ein unteres VerschluBteil 48c unterteilt. Der Ab- 
stand zwischen diesen VerschluBteilen 48b und 48c in der 
VerbindungsATrennungsrichtung (also in Vertikalrichtung) 
kann durch mehrere Zylinder 51, beispielsweise acht Zylin- 
der 51, eingestellt werden, die dazwischen angeordnel sind. 
Diese Auftrennung jeder der VerschluBhalften 48a in ein 
oberes VerschluBteil 48b und ein unteres VerschluBteil 48c, 
mit einer einstellbaren Liicke dazwischen, stellt sicher, daB 
dann, wenn der VerschluB 48 geschlossen wurde, der Ver- 
. schluB 48 hermetisch abgedichtet im Eingriff mit dem Ba- 
siselement 23b der Umhiillung 23A stehen kann. Auf diese 
Weise konnen der Reinigungsbehalter 22 und die Trock- 
nungskammer 23 verlaBlich isoliert werden. 

Fliigelstucke 52, die zu einem kurbelformigen Quer- 
schnitt gebogen sind, sind so vorgesehen, daB sie von beiden 
Seiten jedes unteren VerschluBteils 48c der VerschluBbalfte 
48a vorspringen. Die Fliigelstucke 52 verlaufen in der Rich- 
tung der Bewegung der VerschluBhalften 48a, wenn diese 
sich offnen oder schlieBen. Eines der Fliigelstucke 52 ist mit 
dem horizontalen Luftzylinder 49 zum Offnen und Schlie- 
Ben des Verschlusses 48 verbunden. Abgebogene Ab- 
schnitte 52a der beiden Fliigelstucke 52 sind in eine Dich- 
tungsfliissigkeit 54 wie beispielsweise Wasser eingetaucht, 
welches einen trogfbrmigen Behalter 53 fullt, der in einem 
oberen Abschnitt des Reinigungsbehalters 22 vorgesehen 
ist. Eine Flussigkeitsdichtung 55 wird durch die gebogenen 
Abschnitte 52a der Flugelstiicke 52, den trogformigen Be- 
halter 53, der beweglich die beiden gebogenen Abschnitte 
52a enthalt, und die Dichtungsflussigkeit 54 gebildet, mit 
welcher der trogformige Behalter 53 gefullt ist. Die Atmo- 
sphare innerhalb des Reinigungsbehalters 22 und die Atmo- 
sphare auBerhalb von diesem werden durch die Flussigkeits- 
dichtung 55. voneinander isoliert. 

Es wird daraufhingewiesen, daB die Dichtungsfliissigkeit 
54, obwohl dies in den Figuren nicht dargestellt ist, standig 
von einer Zufuhroffhung zugefuhrt wird, die in einem unte- 
ren Abschnitt des trogformigen Behalters 53 vorgesehen ist, 
und dariiber hinaus standig von einem FlussigkeitsauslaB 
abgezogen wird, der in einem Seitenabschnitt eines oberen 
Abschnitts des trogformigen Behalters 53 vorgesehen ist, so 
daB saubere Dichtungsfliissigkeit 54 standig den trogformi- 
gen Behalter 53 nachfiillt. 

Der Reinigungsbehalter 22 und der horizontale Luftzylin- 
der 49 sind durch eine Trennwand 56 getrennt. Ein unterer 
Abschnitt dieser Trennwand 56 ist in die Dichtungsfliissig- 
keit 54 eingetaucht, innerhalb der gebogenen Abschnitte 
52a der Flugelstiicke 52, die sich in dem trogfbrmigen Be- 
halter 53 befinden. Dies ermogticht es sicher zu stellen, daB 
die Bearbeitungsabschnitte innerhalb des Reinigungsbehal- 
ters 22 urid die Atmosphare auf der Seite des horizontalen 
Luftzylinders 49 verlaBlich gegeneihander isoliert sind. 

Es wird darauf hingewiesen, daB die Anordnung so aus- 
gebildet ist, daB der horizontale Luftzylinder 49 und die Zy- 
under 51 auf der Grundlage von Signalen von dem Steuer- 
abschnitt (der CPU) betrieben werden, so daB die VerschluB- 
; halften 48a geoffnet und geschlossen werden konnen. Es 



wird darauf hingewiesen, daB die Atmospharen des Trock- 
nungsbereichs und der Antriebsseite dadurch verlaBlich ge- 
geneinander isoliert werden konnen, daB die Verbindungs- 
teile 40 so ausgebildet sind, daB sie gebogene Abschnitte 

5 aufweisen, ahnlich wie bei den Fliigelstiicken 52, und daB 
eine Dichtung durch Eintauchen dieser gebogenen Ab- 
schnitte in die Dichtungsfliissigkeit innerhalb des trogformi- 
gen Behalters erzielt wird. 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 6 bis 13 wird nunmehr 

io der Betriebsablauf dieser Reinigungs- und Trocknungsein- 
richtung 18 geschildert. 

Urn mehrere Wafer W in die Reinigungs- und Trock- 
nungseinrichtung zu befordem, werden die vertikalen Luft- 
zylinder 42 zuerst so angetrieben, daB sie die Umhullungs- 

15 halften 23c und 23d anheben, und so ihren abgedichteten 
Zustand in bezug auf das Basiselement 23b aufheben, wie 
dies in Fig. 6 gezeigt ist. 

Dann werden die horizontalen Luftzylinder 41 angetrie- 
ben, um die Umhullungshalften 23c und 23d in Richtungen 

20 zu bewegen, in welchen sie getrennt werden (siehe Fig. 7). 
Wahrend dieser Zeit wird das Waferschiffchen 24 angeho- 
ben, und zu einer Waferaufnahmeposition bewegt. 

In diesem Zustand wird die Waferfbrderspannvorrichtung 
21, die mehrere Wafer W haltert, durch den Spalt zwischen 

25 den freigegebenen Umhullungshalften 23c und 23d abge- 
senkt, wie dies in Fig. 8 gezeigt ist, um die Wafer W auf das 
Waferschiffchen aufzusetzen. Die Waferfbrderspannvor- 
richtung 21 offnet sich daraufhin nach auBen, um die Wafer 
W zum Waferschiffchen 24 zu iibertragen (siehe Fig. 9). 

30 Nachdem die Wafer W zum Waferschiffchen 24 ubertra- 
gen wurden, zieht sich die Waferfbrderspannvorrichtung 21 
nach oberhalb der Trocknungskammer 23 zuriick, wie in 
Fig. 10 gezeigt ist. Gleichzeitig mit dem Zuruckziehen der 
Waferforderspannvorrichtung 21 werden die horizontalen 

35 Luftzylinder 41 in entgegengesetzter Richtung zur voranste- 
hend geschilderten Richtung angetrieben, um die Umhul- 
lungshalften 23c und 23d in Eingriff zu bringen. Die vertika- 
len Luftzylinder 42 werden dann in entgegengesetzter Rich- 
tung zur voranstehend beschriebenen Richtung angetrieben, 

40 um die Umhullungshalften 23c und 23d in enge Beriihrung 
mit dem Basiselement 23b abzusenken. Auch das Wafer- 
schiffchen 24 wird abgesenkt, um die Wafer W in den Rei- 
nigungsbehalter 22 zu bewegen. 

Der horizontale Luftzylinder 49 zum Offnen und Schlie- 

45 Ben des Verschlusses wird dann so angetrieben, daB der Ver- 
schluB 48 geschlossen wird. In diesem Zustand wird die 
Chemikalie oder Reinigungsfliissigkeit, beispielsweise de- 
stilliertes Wasser L solange eingegossen, bis sie iiberlauft, 
um die Reinigung durchzufuhren, wie dies in Fig. 11 gezeigt 

50 ist. Wenn eine chemische Bearbeitung und die Reinigung 
hintereinander durchgefuhrt werden sollen, kann eine solche 
Prozedur eingesetzt werden, daB die Reinigungsfliissigkeit 
von den Diisen zugefuhrt wird, nachdem die Chemikalie fur 
die chemische Bearbeitung abgezogen wurde, oder die Che- 

55 mikalie durch die Reinigungsfliissigkeit nach der chemi- 
schen Bearbeitung ersetzt wird. 

Nach beendet er Reinigung wird das Waferschiffchen 24 
angehoben, um die Wafer W in die Trocknungskammer 23 
zu bewegen, und schlieBen sich die VerschluBhalften 48a. 

60 Dies geschieht vor, wahrend oder nach dem AusstoBen den 
destilliertem Wassers L innerhalb des Reinigungsbehalters 
22 vom unteren Abschnitt des Reinigungsbehalters 22 aus. 

Dann wird das Trocknungsgas (IPA + N2) von den Trock- 
nungsgaszufuhrdiisen 44 der Trocknungskammer 23 in die- 

65 sem Zustand zugefuhri, wie in Fig. 12 gezeigt. Das Trock- 
nungsgas gelangt in Kontakt mit den Oberflachen der Wafer 
W, und auf diese Weise wird das Trocknen durchgefuhrt. 
Nach dem Trocknen wird N 2 statt des Trocknungsgases ge- 
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liefert, womit der Trocknungsvorgang beendet ist. jene der Reinigungs- und Trocknungseinrichtung .18 gemaB 

Nach Beendigung der Trocknung werden die Umhiil- der ersten Ausfuhrungsform, was dieReinigungskammer 22 

lunger! S?S 23d angehoben und so bewegt, daB sie und den Kasten 30 betrifft. Gleiche Bauteile werden mit den 

sich%oneinanderrennen, wie in Fig. 13 gezeigt ist, wodurch gleichen Bezugszeichen bezeichnet 

der Zre Abschnitt der Trocknungskammer 23 geoffnet 5 Als nachstes wird der Aufbau einer Trocknungska™ 

wird Die Waferforderspannvorrichtung 21 dringt dann in 123 beschrieben. Die Trocknungskammer 123 w.rd durch 

Richtung auf die Wafer W ein, die in die Waferschiffchen 24 eine Umhullung 123A festgelegt die aus Quaxz besteht und 

eehalten werden um die Wafer W herauszunehmen und zu einen U-formigen Querschmtt aufweist. Eine Offnung 123a, 

entfernen Daraufhin zieht sich die Waferforderspannvor- die mil einer Offnung in einem oberen Abschnitt des Reini- 

richtung 21 von innerhalb der Trocknungskammer 23 zu- io gungsbehalters 22 in Verbindung stent, wobei dazwischen 

ruck und bewegt die Wafer W zum nachsten Bearbeitungs- ein VerschluB 136 vorgesehen -ist, ist in der Umhullung 

6 123A vorgesehen, und Trocknungsgaszufuhrdusen 137 smd 

V °Wievoranstehend geschildert ermoglicht es die vorlie- an beiden Seiten eines oberen Abschnitts des Inneren d ler 

gende Ausfuhrungsform der Erfindung, die Umhullung Trocknungskammer 123 angeordneL Diese Dusen 137 smd 
23A, welche die Trocknungskammer 23 ausbildet, in Hori- 15 mit einem Trocknungsgasgenerator 139 durch erne Zufuhr- 

zontalrichtung zu unterteilen. Dies ermoglicht die Erleichte- rohrleitung 138 verbunden. Der Trocknungsgasgenerator 

rSng des Wegnehmens und Einfiihrens von Wafem W inner- 139 ist an eine Quelle 170 einer Flussigkeit zur Erzeugun 

halbderTroc 8 knungskammer23,ohnedieAbmessun g ender ernes Trocknungsgases angeschlossen, 

Trocknungskammer 23 zu erhohen. Da hierdurch ermog- propylalkohcl (IPA), und an eine Quelle 171 fur ein Trager- 

l^PJZZ^^i^s^u- Stickstoff von der SuckstoffoueUe 171 wird auf der Grund- 

ches erzielt werden Die Einrichtung selbst kann ebenfalls lage von Steuersignalen von emem Steuergera e ngesteUt, 

C ^Iw^ J^VhUHet werden beispielsweise einer CPU 160. Ein Schaltventil 140 ist in 
fiff de r ^SSSnd geschilderten Ausfuhrungsform 25 dem Zufuhrrohr 138 vorgesehen, so daB ein Trocknungsgas 

fuhrt dieForlrspannvomchtung 21 die Wafer in dieTrock- (IPA + N 2 ) welches von dem £J 

nuneskammer 23 nach unten von einem oberen Raum zwi- erzeugt wird, der Trocknungskammer 123 von den Dusen 

^SSS^nffi^JScrmAiad^j^l^. 137 durch Offnen des Schaltventils 140 zugefuhrt werden 

aUemativ hierzu die Forderspannvorrichtung 21 die Wafer kann. Ein orgamsches Losungsmittel wie > etwa , eir .Alkohol 
in die Trocknungskammer 23 seitlich von einem Seitenraum 30 wie beispielsweise IPA, ein Keton em Ather, oder em mehr- 

zwischen den UmhiiUungshalften 23c und 23d einfiihren. wertiger Alkohol kann als das in dieser Emnchtung verwen- 

Es wird darauf hingewiesen, daB bei der voranstehend ge- dete Trocknungsgas verwendet werden. 

schi d^Tusfuhnfngsform horizontale LuftzyUnder 41 Ein Waferhalter 180 zum Haltem ,von Wafem | W wahrend 

als Vorrichtung zu dem Zweck verwendet wurden, die Um- sie getrocknet werden, ist m der Trocknungskammer 123 
hmlunTsSlften 23c und 23d zur Trennung voneinander in 35 vorgesehen. Der Halter 180 weist zwei paraUel zuemander 

Z2SSaS z» veranlassen, jedoch ist die voriie- verlaufende Quarzhaltestangen 180a und 180b auf die als 

eendr E ^dX nicht hierauf beschrankt. Anders ausge- Halteelemente dienen. Wie in Fig. 17 gezeigt ist jede der 

iSckt kann w^f in Fig. 14 gezeigt, ein solcher Aufbau vor- Haltestangen 180a, 180b so ausgebildet, daB sie mi mehre- 

gesehln werden, daB jede der UmhiiUungshalften 23c und ren Nuter .183, beispielsweise 50 iNuten, in gnetemAb. 
23d mit einem Vertikalzylinder 70 versehen ist, und ein Mo- 40 stand in Axialnchtung versehen ist. Die HaltesUmgen 180a, 

^Tan de^ 180b haltem die Wafer W »* ihren Nuten 183 

desVertikalzylinders70angebrachtist.EineStutze73istan sich. ^ . A u v.. 

der DrehweUe iedes Motors 72 befestigt, und die Umhiil- Die Haltestangen 180a und 180b sind jewels durch YLvr- 

£,SS2^5 2U s nd I an der enSprechenden Stiitze belarme 184a und 184b mit Endabschnitten von Drehwellen 
wngsnainen^c unu ^ ^ 45 185a und 185b verbunden, die innerhalb der Trocknungs- 

UmindiesemFaU die Trocknungskammer 23 zu offnen " kammer liegen, und durch eine Seitenwand der Tr^knungs- 

werSn die vertikalen Zylinder 70 so angetrieben, daB die kammer 123 hindurchgehem Die DrehweUen 185a und 

UmhuUunKshalften 23c und 23d zum Ansteigen und Tren- 185b sind jeweils an mitemander in Eingnff stehenden 

nen vom B^sisdement 23b veranlaBt werden. Dann werden Zahnradem 186a und 186b befestigt .und erne . DrehweUe 

Sie MoToren 72 so betrieben, daB die UmhiiUungshalften 50 185a ist mit emem Motor 181 verbunden der sich n pos>U- 

23c und 23d um die Zentren der Drehachsen der Motoren 72 ver Richtung drehen kann. .!J«Dj*weU«MgurfM^ 

gedreht werden. Diese Anordnung ermoglicht.es, die Um- smd milder Seitenwand der Umhullung 12 

hiiUuneshalften 23c und 23d so zu bewegen, daB sie sich lager 182 verbunden, die abgedichtet sind, so daB hierdurch 

^SS^^ont^tungtrwn.af . . eine luftdichte Abdichtung der Trocknungskammer 123 auf- 

55 rechterhal ten wird. 

(ZweitebevorzugteAusfiihrungsformderReinigungs-und Diese ^Anordnung stellt sicher, daB 

Trocknungseinrichtung) 181 m Gang gesetzt wird, um die DrehweUe 185a uberemen 

irocK. 6 6 y vorbestimmten Winkel zu drehen, die Umdrehung der Dreh- 

Als nachstes wird unter Bezughahme auf die Fig. 15 bis weUe 185a an die Haltestange 180a iiber den Kurbelarm 

25^r^^'tamgd«Sm der Reinigungs- und 60 184a ubertrager , wird, um die ™^1» ™J™J» 

Trocknungseinrichtung gemaB der vorliegenden Erfindung veranlassen, daB sie sich uber einen Bogen in bestimmter 

irocKnungseinn 6B Richtung bewegt, beispielsweise im Uhrzeigersinn. Gleich- 

beschneben. Querschnittsansichl der Reinigungs . und zeitig wird die Drehung der DrehweUe 185a iiber die Zaha- 

Tro^knungseinrichtung gemaB der zweiten Ausfiihrungs- . rader 186a und 186b iibertragen, so daB die DrehweUe 185b 

form und g I 16 isfeine entsprechende Seitenschnittan- 6S zu einer Drehung in entgegengesetzter Rachtung veranlaBt 

sichl We aus diesen Rguren hervorgeht, sind die Bauteile, wird, und diese Drehung wird iiber den Kurbelarm 184b 

we^S^n^^^i^^btung 18' ge- iibertragen, so daB die Haltestange 180b zur Bewegung uber 

maB die e? Ausfimrungsform ausbilden, die gleichen wie einen Bogen in einer anderen Richtung veranlaBt w.rd, hex- 
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spielsweise im Gegenuhrzeigersinn. Daher konnen die Hal- 
testangen 180a und 180b wahlweise entweder eine Bereit- 
schaftsposition einnehmen, in welcher die Stangen 180a, 
180b in Seitenrichtung von den Wafern W beabstandet sind, 
die in die Trocknungskammer 123 iibertragen werden, oder 
eine Halteposition, in welcher die Stangen 180a, 180b die 
unteren Seitenabschnitte der Wafer W haltem (vergleiche 
Fig. 17), abhangig von der Drehrichtung des Motors 181, so 
daB sie die Wafer W entweder freigeben oder haltem. 

Wie in Fig. 16 gezeigt ist der VerschluB 136 in ein oberes 
VerschluBteil 136a und ein unteres VerschluBteil 136b unter- 
teilt, wobei der Abstand zwischen diesen VerschluBteilen 
136a und 136b in Verbindungs/Trennrichtung (also in Verti- 
kalrichtung) durch mehrere dazwischen angeordnete Zylin- 
der 150 eingestellt werden kann, beispielsweise acht Zylin- 
der 150. Diese Anordnung stellt sicher, daB dann, wenn der 
VerschluB 136 geschlossen wurde, der VerschluB 136 in her- 
metisch abgedichteten Kontakt mit der Umhullung 123A 
gebracht werden kann, so daB der Reinigungsbehalter 22 
und die Trocknungskammer 123 verlaBlich vopeinander iso- 
liert werden konnen. 

Flugelstucke 151, die zu einem kurbelformigen Quer- 
schnitt gebogen sind, sind so vorgesehen, daB sie von beiden 
Seiten entlang der Richtung des Offnens/SchlieBens des un- 
teren VerschluBteils 136b vorspringen, und eines dieser Flii- 
gelstiicke 151 ist mit einem Offnungs/SchlieBantriebsgerat 
152 fur den VerschluB 136 verbunden. Ein Inertgas wie bei- 
spielsweise Stickstoff wird dem Inneren des Gehauses zuge- 
fiihrt, und gebogene Abschnitte 151a der beiden Flugel- 
stucke 151 sind beweglich in einem solchen Zustand ange- 
ordnet, in welchem sie in eine Dichtungsfliissigkeit 154 ein- 
getaucht sind, beispielsweise Wasser, welche einen trogfor- 
migen Behalter 153 fullt, der auf einem oberen Abschnitt 
des Reinigungsbehalters 22 vorgesehen ist. Auf diese Weise 
wird gemaB der vorliegenden Ausfuhrungsform eine Fliis- 
sigkeitsdichtung ausgebildet, ahnlich wie bei der ersten 
Ausfiihrungsform. 

Der Reinigungsbehalter 22 und die Antriebsvorrichtung 
152 sind durch eine Trennwand 156 getrennt. Ein unterer 
Abschnitt dieser Trennwand 56 ist in die Dichtungsfliissig- 
keit 54 eingetaucht, innerhalb der gebogenen Abschnitte 
151a der Flugelstucke 151, die sich in dem trogformigen 
Behalter 153 befinden, so daB die Bearbeitungsabschnitte 
innerhalb des Reinigungsbehalters 22 und die Atmosphare 
auf der Seite des Antriebsgerates 152 gegeneinander isoliert 
sind. Es wird darauf hingewiesen, daB im vorliegenden Fall 
das Antriebsgerat 152 und die Zylinder 150 auf der Grund- 
lage von Signalen von der CPU 160 so betrieben werden, 
daB der VerschluB 136 geoffnet bzw. geschlossen wird. 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 18 bis 21 wird als nach- 
stes der Betriebsablauf bei dieser Reinigungs- und Trock- 
nungseinrichtung geschildert. 

Reinigung 

Nachdem Wafer W im Inneren des Reinigungsbehalters 
22 mit geoffnetem VerschluB 136 aufgenommen wurden, 
wird wie in Fig. 18 gezeigt der VerschluB 136 geschlossen, 
und wird destilliertes Wasser L eingegossen, bis es iiber- 
lauft, um die Reinigung durchzufuhren. 

Trocknen 

Nach dem Reinigen wird der VerschluB 136 geoffnet und 
das Waferschiffchen 24 angehoben, um die Wafer W in die 
Trocknungskammer 123 zu bewegen, wie in Fig. 19 gezeigt 
ist. Wahrend dieser Zeit flieBt destilliertes Wasser L immer 
noch in den Reinigungsbehalter 22 und wird von diesem ab- 



Dann wird der VerschluB 136 geschlossen, und der Motor 
181 in Betrieb gesetzt, so daB ein Abschnitt der Wafer W, 
der sich von deren Abschnitt unterscheidet, der in Beriih- 
5 rung mit dem Waferschiffchen 24 steht, durch die Haltestan- 
gen 180a und 180b des Halters 180 gehalten wird, wie in 
Fig. 20 gezeigt ist. Wahrend dieser Zeit werden die Wafer W 
durch den Halter 180 gehaltert, und wird gleichzeitig das 
Waferschiffchen 24 nach unten bewegt, so daB die Halte- 
10 rung der Wafer W durch das Schiffchen gelost wird. 

Das Trocknungsgas (IPA + N2) wird dann dem Inneren 
der Trocknungskammer 123 von den Trocknungsgaszufuhr- 
diisen 137 zugefuhrt, wie dies in Fig. 21 gezeigt ist, so daB 
jegliche Feuchtigkeit, die auf den Wafem W infolge des de- 
ls stillierten Wassers L verbleibt, und kondensiertes Reini- 
gungsgas von diesen entfemt wird, wodurch die Oberfla- 
chen der Wafer W getrocknet werden. Dann wird Stickstoff 
allein zugefuhrt, um den Trocknungsschritt zu beenden. 
Eis wird darauf hingewiesen, daB nach dem Anheben des 
20 Waferschiffchens 24 und der Bewegung der Wafer W in die 
Trocknungskammer 123, jedoch bevor die Wafer W zum 
Halter 180 iibertragen werden, eine Vortrocknung durchge- 
fuhrt werden kann, wahrend derer die Wafer W immer noch 
von dem Waferschiffchen 24 gehalten werden. 
25 Bei diesem Trocknungsschritt werden die Wafer W von 
dem Waferschiffchen 24 an den Halter 80 innerhalb der 
Trocknungskammer 123 so iibertragen, daB die Beriihrungs- 
abschnitte zwischen diesen Teilen verschieden sind, was die 
Schwierigkeit eines schlechten Abflusses an den Beriih- 
30 rungsstellen iiberwindet, und es dariiber hinaus dem Trock- 
nungsgas erleichtert, in Beriihrung mit diesen Abschnitten 
zu gelangen. Daher kann die Trocknungszeit verkiirzt wer- 
den, und auch der Verbrauch an Trocknungsgas verringert 
werden, so daB man eine Verbesserung des Trocknungswir- 
35 kungsgrades erwarten kann. Es ist ebenfalls moglich, das 
AusmaB einer ungleichformigen Trocknung zu verringern, 
was zu einer Erhohung der Ausbeute fuhrt. Der Startzeit- 
punkt fur den nachsten Waschvorgang kann ebenfalls da- 
durch verkiirzt werden, daB die Reinigungsfliissigkeit in 
40 dem Reinigungsbehalter 22 wahrend des Trocknungsschrit- 
tes ausgetauscht wird. 

Als nachstes wird unter Bezugnahme auf die Fig. 22 bis 
26 ein anderer Betrieb dieser Reinigungs- und Trocknungs- 
einrichturig beschrieben. 
45 "... •'. 

Reinigung 

Die Vorgehensweise bei diesem Reinigungsschritt ist 
ebenso wie voranstehertd beschrieben (vergleiche Fig. 22). 

50 

Erster Trocknungsschritt 

Nach der in Fig. 22 dargestellten Reinigung wird der Ver- 
schluB geoffnet und das Waferschiffchen 24 angehoben, um 
55 die Wafer W in die Trocknungskammer 123 zu bewegen, 
wie dies in Fig. 23 gezeigt ist. Dann wird der VerschluB 136 
geschlossen und der Motor 181 in Betrieb gesetzt, so daB die 
Wafer W durch die Haltestangen 180a und 180b des Halters 
180 an Abschnitten gehalten werden, die sich von deren Ab- 
60 schnitten unterscheiden, die in Kontakt mit dem Wafer- 
schiffchen 24 stehen, wie dies in Fig. 24 gezeigt ist. Gleich- 
zeitig mit dem Haltem der Wafer W durch den Halter 180 
wird das Waferschiffchen 24 nach unten bewegt, um die 
Halterung der Wafer W freizugeben, und wird das Trock- 
65 nungsgas dem Inneren der Trocknungskammer 123 von den 
Trocknungsgaszufuhrdiisen 137 zugefuhrt, wie in Fig. 25 
gezeigt ist, wodurch jegliche auf den Wafern W infolge des 
destillierten Wassers L zuriickbleibende Feuchtigkeit sowie 
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kondensiertes Reinigungsgas entfernt wird, und so die 
Oberflachen der Wafer W getrocknet werden. 

Es wird darauf hingewiesen, da8 nach dem Anheben des 
Waferschiffchens 24 und der Bewegung der Wafer W in die 
Trocknungskammer 123, jedoch vor der Ubertragung der 5 
Wafer W zum Halter 180, eine Vortrocknung durchgefuhrt 
werden kann, wahrend derer die Wafer W immer noch von 
dem Waferschiffchen 24 gehalten werden. 

ZweiterTrocknungsschritt 10 

Sob aid die Oberflachen der Wafer W durch den ersten 
Trocknungsschritt getrocknet wurden, wird das Waferschiff- 
chen 24 von einer Bereitschaftsposition angehoben, in wel- 
cher es von den Wafem W getrennt ist, so daB es wieder in 15 
Beriihrung mit den Wafem W gelangt, und diese haltert. 
Gleichzeitig mit diesem Vorgang wird die Halterung der 
Wafer W durch den Halter 180 gelost, und wird die Zufuhr 
von Trocknungsgas in die Trocknungskammer 123 von den 
Trpcknungsgaszufuhrdiisen 137 ohne Anderung fortgesetzt 20 
(siehe Fig. 26). 

Der Trocknungs vorgang kann dadurch beendet werden, 
daB nur N 2 statt des Trocknungsgases nach dem zweiten 
Trocknungsschritt ziigefiihrt wird. 

Bei diesem zweiten Trocknungsschritt werden die Wafer, 25 
die im ersten Trocknungsschritt von dem Waferschiffchen 
24 an den Halter 180 iibertragen wurden, von dem Halter 
180 zuriick zum Waferschiffchen 24 iibertragen, so daB 
dann, wenn irgendwelche Feuchtigkeit an durch den Halter 
180 gehalterten Abschnitten zuriickbleibt, Schwierigkeiten 30 
in bezug auf einen schlechten AbfluB und einen geringen 
Kontaktwirkungsgrad der Trocknungsgase an diesen Ab- 
schnitten ausgeschaltet werden konnen. Daher kann die 
Trocknungszeit noch weiter verkiirzt werden, der Verbrauch 
an Trocknungsgas verringert werden, der Trocknungswir- 35 
kungsgrad noch weiter verbessert werden, und die Schwie- 
rigkeit einer ungleichmaBigen Trocknung noch weiter aus- 
geschaltet werden, was die Ausbeute noch weiter erhoht. 

Es wird darauf hingewiesen, daB der Zeitraum bis zum 
Startzeitpunkt fur den nachsten Waschvorgang ebenfalls da- 40 
durch verringert werden kann, daB die Reinigungsfliissigkeit 
in dem Reinigungsbehalter 22 wahrend des Trocknungs- 
schrittes ausgetauscht wird. Weiterhin wird darauf hinge- 
wiesen, daB der Zeitpunkt, an welchem das Trocknungsgas 
zugefuhrt wird, vor dem Zeitpunkt liegen kann, an welchem 45 
die Wafer W in die Trocknungskammer 123 befordert wer- 
den. 

Die erste und zweite Ausfuhrungsform wurden voranste- 
hend so beschrieben, daB sie den Einsatz der Reinigungs- 
und Trocknungseinrichtung gemaB der vorliegenden Erfin- 50 
dung bei einem Reinigungs- und Trocknungssystem fur 
Halbleiterwafer betrefTen, jedoch wird darauf hingewiesen, 
daB die Erfindung auch bei anderen Bearbeitungssystemen 
als Reinigungs- und Trocknungssystemen eingesetzt werden 
kann, und bei Gegenstanden eingesetzt werden kann, die ab- 55 
gesehen von Halbleiterwafem bearbeitet werden sollen, bei- 
spielsweise bei Glas-LCD-Substrateri. 

Patentanspriiche 

60 

1. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung mit einer 
Reiniguhgskammer zum Reinigen eines Gegenstands 
und einer Trocknungskammer, die oberhalb der Reini-- 
giingskammer angeordriet ist, zum Trocknen des Ge- 
genstands, wobei die Einrichtung aufweist: 65 
eine Umhiillung, welche die Trocknungskammer aus- 
bildet, wobei die Umhuliung ein erstes und ein zweites 
Umhiillungselement aufweist, die sich in bezug aufein- 



ander bewegen konnen, so daB die Umhullungsele- 
mente einen Eingriffszustand und einen getrennten Zu- 
stand entsprechend der Relativbewegung einnehmen 
konnen, 

wobei dann, wenn die UmhiiUungselemente sich in 
dem getrennten Zustand befinden, das erste und zweite 
Umhullungselement in Horizontalricbtung voneinan- 
der beabstandet sind, und der Gegenstand in die Trock- 
nungskammer und aus dieser heraus zwischen den Um- 
hullungselementen iibertragen werden kann. 

2. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sowohl das er- 
ste als auch das zweite Umhullungselement im wesent- 
lichen die selbe Form aufweist. 

3. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB ein Horizontal- 
richtungsantriebsgerat zur Bewegung des ersten und 
des zweiten Umhiillungselements in Horizontalrich- 
tung vorgesehen ist, wodurch das erste und zweite Um- 
hullungselement zwischen dem Eingriffszustand und 
dem getrennten Zustand umgeschaltet wird. 

4. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Umhiillung 
weiterhin ein Basiselement aufweist, welches unter- 
halb des ersten und zweiten Umhiillungselements an- 
geordnet ist, und in Eingriff mit dem ersten und zwei- 
ten Umhullungselement gelangen kann, wobei das Ba- 
siselement eine Verbindungsoffnung aufweist, die es 
ermoglicht, daB der Gegenstand in die Reinigungskam- 
mer und die Trocknungskammer befordert und aus die- 
sen herausbefordert werden kann. 

5. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB weiterhin vor- 
gesehen sind: 

ein Vertikalrichtungsantriebsgerat zur Bewegung des 
ersten und zweiten Umhullungselements in Vertikal- 
richtung, wodurch das erste und zweite Umhullungs- 
element zwischen einem Zustand, in welchem sie im 
Eingriff mit dem Basiselement stehen, und einem Zu- 
stand umgeschaltet werden, in welchem sie von dem 
Basiselement getrennt sind; und 

ein Horizontalrichtungsantriebsgerat zur Bewegung 
des ersten und zweiten Umhullungselements in Hori- 
zontalrichtung, wodurch das erste und zweite Umhul- 
lungselement zwischen dem Eingriffszustand und dem 
getrennten Zustand umgeschaltet wird. 

6. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB ein Drehrich- 
tungsantriebsgerat vorgesehen ist, um eine Schwenk- 
bewegung des ersten und zweiten Umhullungsele- 
ments durchzufuhren, und so das erste und zweite Um- 
hullungselement zwischen dem Eingriffszustand und 
dem getrennten Zustand umzuschalten. 

7. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB entweder das 
erste oder das zweite Umhullungselement mit einem 
Stufenabschnitt an einem Randabschnitt versehen ist, 
um eine auBere Oberflache des anderen unter den er- 
sten und zweiten Umhullungselementen abzudecken. 

8. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB ein Dichtungs- 
element zwischen dem ersten Umhullungselement und 
dem zweiten Umhullungselement vorgesehen ist. 

9. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB ein Dichtungs- 
element zwischen dem ersten und dem zweiten Umhul- 
lungselement und dem Basiselement vorgesehen ist. 

10. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 



DE 198 32 038 A 1 

17 18 



spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB weiterhin vor- 
gesehen sind: 

ein zwischen der Reinigungskammer und der Trock- 
nungskammer angeordneter VerschluB, der zwei Ver- 
schluBelemente aufweist, die sich in Horizontalrich- 5 
tung trennen bzw. vereinigen konnen, zum Blockieren 
der Verbindung zwischen der Reinigungskammer und 
der Trocknungskammer; und 

ein VerschluBantriebsgerat, um die VerschluBelemente 
zur Bewegung zu veranlassen. 10 

11. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB weiterhin vor- 
gesehen sind: 

eine Trocknungsgaszufuhrvorrichtung zum Liefem ei- 
nes Trocknungsgases in die Trocknungskammer, und 15 
eine in der Trocknungskammer vorgesehene Diise zum 
Ausspruhen des Trocknungsgases, welches von der 
Trocknungsgaszufuhrvorrichtung geliefert wird, auf 
den Gegenstand. 

12. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung mit einer 20 
Reinigungskammer zum Reinigen eines Gegenstands 
und einer Trocknungskammer, die oberhalb der Reini- 
gungskammer angeordnet ist, zum Trocknen des Ge- 
genstands, wobei die Einrichtung aufweist: 

eine Transportvorrichtung zum Transportieren des Ge- 25 
genstands, der zwischen der Reinigungskammer und 
der Trocknungskammer bewegt werden kann, wobei 
die Transportvorrichtung in Kontakt mit einem ersten 
Abschnitt des Gegenstands steht, wenn die Transport- 
vorrichtung den Gegenstand transportiert; und 30 
eine Haltevorrichtung, die in der Trocknungskammer 
zum Haltern des Gegenstands in einem zweiten Ab- 
schnitt des Gegenstands vorgesehen ist, wobei sich der 
zweite Abschnitt von dem ersten Abschnitt unterschei- 
det. 35 

13. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB die Haltevor- 
richtung Halteelemehte aufweist, die zwischen einer 
Halteposition zum Haltem des Gegenstands und einer 
Freigabeposition bewegbar sind, in welcher die Haltee- 40 
lemente von dem Gegenstand beabstandet angeordnet 
sind. 

14. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB der erste Ab- 
schnitt ein unterer Abschnitt des Gegenstands ist, und 45 
daB die Haltevorrichtung zwei Halteelemente aufweist, 
die zwischen einer Halteposition zum Haltem eines 
Seitenabschnitts des Gegenstands, der hoher liegt als 
der untere Abschnitt, von beiden Seiten des Gegen- 
stands, und einer Freigabeposition bewegbar sind, in 50 
welcher die Halteelemente von dem Gegenstand ent- 
fernt angeordnet sind. 

15. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB entweder die 
Transportvorrichtung oder die Haltevorrichtung von 55 
dem Gegenstand beabstandet angeordnet ist, wenn die 
andere Vorrichtung, also entweder die Haltevorrich- 
tung oder die Transportvorrichtung, in Beriihrung mit 
dem Gegenstand steht. 

16. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 60 
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB die Transport- 
vorrichtung Halteelemente aufweist, die einen Zustand 
einnehmen konnen, in welchem der Gegenstand durch 
sie gehalten wird, sowie einen Zustand, in welchem das 
Halten des Gegenstands in der Trocknungskammer ge- 65 

, lost ist 

17. Reinigungs- und Trocknungseinrichtung nach An- 
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB weiterhin vor- 



gesehen sind: 

eine Trocknungsgaszufuhrvorrichtung zum Liefern ei- 
nes Trocknungsgases in die Trocknungskammer, und 
eine in der Trocknungskammer vorgesehene Diise zum 
Ausspruhen des von der Trocknungsgaszufuhrvorrich- 
tung gelieferten Trocknungsgases auf den Gegenstand. 

18. Verfahren zum Reinigen und Trocknen eines Ge- 
genstands mit folgenden Schritten: 

(a) Aufnehmen des Gegenstands in einer Reini- 
gungskammer in einem Zustand, in welchem ein 
erster Abschnitt des Gegenstands in Beruhrung 
mit einer Transportvorrichtung steht, und Reini- 
gen des Gegenstands durch eine Reinigungsfliis- 
sigkeit, die der Reinigungskammer zugefuhrt 
wird; 

(b) Anheben der Transportvorrichtung, um den 
Gegenstand in eine Trocknungskammer zu bewe- 
gen, die oberhalb der Reinigungskammer vorge- 
sehen ist; 

(c) Haltern eines zweiten Abschnitts des Gegen- 
stands, der sich von dem ersten Abschnitt unter- 
scheidet, durch eine Haltevorrichtung, und Weg- 
bewegen der Transportvorrichtung von dem Ge- 
genstand; und 

(d) Trocknen des Gegenstands durch ein Trock- 
nungsgas in einem Zustand, in welchem der 
zweite Abschnitt des Gegenstands durch die Hal- 
tevorrichtung gehalten wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, gekennzeichnet 
durch folgenden weiteren Schritt: 

(e) Trocknen des Gegenstands mit einem Trock- 
nungsgas, wahrend der erste Abschnitt des Ge- 
genstands immer noch durch die Transportvor- 
richtung gehalten wird, wobei dieser Schritt (e) 
zwischen dem Schritt (b) und dem Schritt (c) liegt. 

20. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB folgende weiteren Schritte vorgesehen 
sind: 

(f) Haltern des ersten Abschnitts des Gegen- 
stands durch die Transportvorrichtung, und Bewe- 
gung der Haltevorrichtung weg von dem zweiten 
Abschnitt des Gegenstands; 

(g> Trocknen des Gegenstands mit einem Trock- 
nungsgas in einem Zustand, in welchem der 
zweite Abschnitt des Gegenstands durch die Hal- 
tevorrichtung gehalten wird, 
wobei die Schritte (f) und (g) nach dem Schritt (d) 
vorgesehen sind. 

21. Reinigungs- und Trocknungsverfahren nach An- 
spruch 18, dadurch gekennzeichnet, daB folgender wei- 
terer Schritt vorgesehen ist: 

(h) Blockieren der Verbindung zwischen der Rei- 
nigungskammer und der Trocknungskammer, wo- 
bei dieser Schritt (h) zwischen dem Schritt (b) und 
dem Schritt (c) vorgesehen ist. 
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